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FACULTAD POLITECNICA
INGENIERIA EN ELECTRONICA
PLAN 2008
PROGRAMA DE ESTUDIOS

l. - IDENTIFICACION

1. Materia : Electrénica |

2. Semestre : Cuarto

3. Horas semanales : 8 horas
3.1. Clases tedricas : 3 horas
3.2. Clases practicas : 2 horas
3.3. Clases laboratorio : 3 horas

4. Total real de horas disponibles : 120 horas
4.1. Clases tetricas : 45 horas
4.2. Clases préacticas : 30 horas
4.3. Clases laboratorio : 45 horas

Il. - JUSTIFICACION

Con esta materia el alumno inicia su estudio de la electronica basica, sobre esta materia se apoyaran otras, ya que constituye la
herramienta basica para otras asignaturas técnicas de la carrera. Se estudia el diodo de unién, el transistor, su polarizacién y analisis
en pequeiia sefial y el transistor de efecto de campo.

. - OBJETIVOS

Describir la fisica de los semiconductores, los materiales intrinsecos y extrinsecos sus caracteristicas y las impurezas a ser utilizadas
para constituir junturas.

1. Describir al diodo de unién, sus caracteristicas de fabricacién y sus aplicaciones.

Exponer las caracteristicas tension corriente de un diodo de unién.

Enumerar los modelos del diodo para su andlisis en un circuito.

Describir al diodo como rectificador.

Explicar el diodo zener, sus caracteristicas y aplicaciones.

Describir el transistor de union, sus caracteristicas de fabricacion.

Proveer las caracteristicas de entrada y salida del transistor en las distintas configuraciones.

Identificar las regiones de operacion del transistor.

Describir la polarizacién de un transistor y su estabilidad frente a las variaciones de los parametros del transistor.
10. Describir el modelo hibrido de pequefia sefial del transistor, sus aplicaciones en el analisis de circuito.

11. Describir el transistor de efecto de campo, sus caracteristicas y aplicaciones.

12. Manejar bibliografia variada sobre Electrénica I.

©ONOUAWN

IV.-  PRE-REQUISITO

1. Principios de Electronica.

V.- CONTENIDO

5.1. Unidades programéticas

Propagacion y caracteristicas de semiconductores.
Diodo semiconductor.

Cuadripolos.

Transistores.

Transistor de efecto de campo.

IS o

5.2. Desarrollo de las unidades programaticas

1. Propagacion y caracteristica de semiconductores.
1.1. Electrones y huecos en un semiconductor intrinseco.
1.2. Conductividad en un semiconductor.
1.3. Concentracién de portadores en un semiconductor intrinseco.
1.4. Densidad de carga en un semiconductor intrinseco
1.5. Material semiconductor extrinseco.
2. Diodo semiconductor.
2.1. Diagrama de concentracion de portadores de una unién P _ N en circuito abierto y con polarizacién.
2.2. Andlisis cuantitativo de la corriente en una unién P- N.
2.3. Curvas del diodo semicionductor. Resistencia dindmica.
2.4. Launién P- N como diodo. Dependencia de temperatura.
2.5. Diodo Zener.
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2.6. Diodo Tunel.
2.7. Caracteristicas de temperatura en un diodo Zener.
2.8. Aplicacion de los diodos.
2.9. Rectificador de media onda.
2.10. Rectificador de onda completa.
2.11. Factor de rizado. Filtros.
2.12. Detector de valor pico.
2.13. Enclavadores y limitadores.
3. Cuadripolos.
3.1. Parédmetros Z, Y, hg.
3.2. Impedancia y admitancia de entrada y salida.
3.3. Concepto de ganancia. Relacion E/S.
4. Transistores.
4.1. Transistor de union. Introduccion.
4.2. Estructura de uniones P — N
4.3. Estudio de las corrientes en un transistor
4.4. Polarizacion de un transistor.
4.5. Andlisis de regiones activas, de corte y de saturacion.
4.6. Transistor como amplificador.
4.7. Modelo hibrido simplificado.
4.8. Configuracion en Base comun, Colector comun y Emisor comun.
4.9. Curvas caracteristicas.
4.10. Impedancia de entrada y de salida.
4.11. Ganancia de corriente, tension y potencia.
4.12. Amplificadores en cascada.
4.13. Amplificador Darlington
5. Transistor de Efecto campo
5.1. Fundamentos. Curvas caracteristicas, clasificacion.
5.2. Polarizacion.
5.3. Parametros Y.
5.4. Ganancia de tension. Admitancia de entrada y salida.
5.5. Amplificadores con FET.

VI. - ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

1. Resoluciones de problemas en el pizarron, en presencia del profesor, aplicando la teoria estudiada.
2. Formacion de grupos para resolver problemas en horas de practica.

3. Presentacion de trabajos practicos realizados en la casa.

4.  Entrenamiento para resolver problemas utilizando varias bibliografias.

VIl. - MEDIOS AUXILIARES

1. Pizarra, pinceles y borrador.

2. Textos.

VIIl. - EVALUACION

1. Requisitos para obtener derecho a examen final.
1.1. Haber obtenido, al menos, el promedio minimo establecido por el Reglamento General de Catedra de la Facultad
Politécnica en las pruebas parciales.
1.2. Satisfacer los requisitos establecidos por el profesor en la Planilla de Catedra del afio lectivo en curso.
2. Calificacion.
2.1. La calificacion final sera establecida de acuerdo con la escala en vigencia en el Reglamento General de Catedra de la
Facultad Politécnica.

IX.-  BIBLIOGRAFIA
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